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(54) 정상 모드와 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드를 갖는저전력 반도체 메모리 장치

요약

정상 모드(normal mode)와 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드(partial array self refresh mode)를 갖는 낮은 소비전

력의 반도체 메모리 장치에 관한 것으로서, 특히 뱅크들간의 리프레쉬 특성이 서로 다른 것을 이용하여 부분 어레이 

셀프 리프레쉬 모드에서 리프레쉬 주기를 최적화함으로써 특히 스탠바이(stand-by)에서의 전류 소모를 최대한 줄일 

수 있는 반도체 메모리 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 발명에 의한 저전력 반도체 메모리 장치에서 뱅크선

택신호 발생부는 메모리 제어부의 프리뱅크선택신호를 입력받아서, 정상 모드에서는 프리뱅크선택신호를 이용하여 

실제 뱅크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성하며, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 리프레쉬 특성이 양호한 뱅

크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성한다.

대표도

도 1

색인어

뱅크, 부분 어레이 셀프 리프레쉬, 전류, 전력, 리프레쉬 특성

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 의한 저전력 반도체 메모리 장치의 블록도.

도 2는 본 발명에 의한 뱅크선택신호 발생부의 블록도.

도 3은 본 발명에 의한 퓨즈회로의 회로도.

도 4는 본 발명에 의한 뱅크선택회로의 회로도.

도 5는 본 발명에 의한 리프레쉬 주기신호 발생부의 블록도.

도 6은 주기신호 발생회로에서 생성된 서로 다른 주기를 갖는 복수의 주기신호의 신호 파형도.
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도 7은 본 발명에 의한 주기신호 선택회로의 회로도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 정상 모드(normal mode)와 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드(partial array self refresh mode)를 갖는 낮

은 소비전력의 반도체 메모리 장치에 관한 것으로서, 특히 뱅크들간의 리프레쉬 특성이 서로 다른 것을 이용하여 부분

어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 리프레쉬 주기를 최적화함으로써 특히 스탠바이(stand-by)에서의 전류 소모를 최대

한 줄일 수 있는 반도체 메모리 장치에 관한 것이다.

최근 들어 핸드폰이나 개인휴대단말기 등의 모빌 시스템들의 수요가 급속히 늘고 있다. 이런 시스템에 들어가는 디램

의 첫 번째 조건이 전류를 적게 소모해야 한다는 것이다. 이런 요구에 부응하기 위해 개발된 여러 기술들 중의 하나가

부분 어레이 셀프 리프레쉬(partial array self refresh) 방법이다. 모빌 시스템들을 실제 사용하다 보면 사용자의 사

용량이 작아 전체 뱅크를 모두 엑세스할 필요가 없는 경우가 많이 발생한다. 이 경우 시스템에서 특정 뱅크만을 엑세

스함으로써 칩 전체에 흐르는 전류 소모를 많이 줄일 수 있다. 이 때에는 물론 리프레쉬도 그 특정 뱅크에 대해서만 

수행되면 되는 것이다. 이러한 방법을 부분 어레이 셀프 리프레쉬 방법이라고 한다.

그런데 종래의 시스템에서는 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드시 메모리 제어부에서 생성되어 뱅크부로 제공되는 뱅

크선택신호가 미리 정해져 있기 때문에 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 뱅크가 모든 동일 설계의 메모

리에서 동일하게 된다. 그러나 공정상의 여러 이유로 비록 설계는 동일하다 하더라도 뱅크의 리프레쉬 특성은 변동 

가능하므로 메모리 제어부에 의해 디폴트로 선택되는 뱅크가 가장 좋은 리프레쉬 특성을 갖는다고 보장할 수 없으며,

다른 뱅크의 리프레쉬 특성이 좋다고 하더라도 이를 이용할 수 없다. 따라서 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선

택되는 것으로 미리 정해져 있는 뱅크의 리프레쉬 특성이 열악한 경우에 는 짧은 리프레쉬 주기를 사용함으로써 불필

요하게 많은 전류가 소비되는 문제점이 있다. 이는 밧데리를 사용하는 모빌 시스템에서는 치명적인 것이다. 또한 데

이터 보존의 안정성이 떨어지는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명은 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 소비 전력을 낮출 수 있는 반도체 메모리 장치를 제공하는 것

을 일 목적으로 한다.

또한 본 발명은 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 데이터 보존의 안정성을 향상시킬 수 있는 반도체 메모리 장치

를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

전술한 바와 같은 목적과 관련하여 본 발명에 의해 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 리프레쉬 특성이 가장 양호

한 뱅크에 엑세스하는 저전력 반도체 메모리 장치가 제공된다. 본 발명에 의한 저전력 반도체 메모리 장치에서 뱅크

선택신호 발생부는 메모리 제어부의 프리뱅크선택신호를 입력받아서, 정상 모드에서는 프리뱅크선택신호를 이용하여

실제 뱅크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성하며, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 리프레쉬 특성이 양호한 뱅

크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성한다.

뱅크선택신호 발생부는 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택될 뱅크를 표시하는 신호를 출력하는 뱅크선택 퓨

즈회로와, 정규 모드에서는 상기 프리뱅크선택신호를 패스하여 뱅크선택신호를 생성하고, 부분 어레이 셀프 리프레쉬

모드에서는 퓨즈회로의 출력신호에 따라 프리뱅크선택신호를 변경하여 뱅크선택신호를 생성 하는 뱅크선택회로를 

구비하고 있다.

복수의 뱅크로 셀프 리프레쉬 주기신호를 제공하는 셀프 리프레쉬 주기신호 발생부를 더 구비하는데, 셀프 리프레쉬 

주기신호 발생부는 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 뱅크선택신호에 의해 선택되는 뱅크의 리프레쉬 특성에 가

장 적합한 주기를 갖는 셀프 리프레쉬 주기신호를 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 특정 뱅크에 제공한

다. 리프레쉬 주기신호 발생부는 주기가 서로 다른 복수의 주기신호를 발생하는 주기신호 발생회로와, 부분 어레이 

셀프 리프레쉬 모드에서 뱅크선택신호에 의해 선택되는 뱅크의 셀프 리프레쉬 주기를 표시하는 신호를 출력하는 주

기선택 퓨즈회로와, 주기선택 퓨즈회로의 출력신호를 이용하여 주기신호 발생회로의 복수의 주기신호 중에서 어느 

하나의 주기신호를 선택하여 출력하는 주기신호 선택회로를 구비하고 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 

구성요소 또는 신호를 가리키는 것으로 사용된다.

도 1은 본 발명에 의한 저전력 반도체 메모리 장치의 블록도이다. 도 1에 도시되어 있는 바와 같이 본 발명에 의한 저

전력 반도체 메모리 장치는 메모리 제어부(101), 뱅크선택신호 발생부(103), 뱅크부(105), 리프레쉬 주기신호 발생부
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(107)를 주요 구성요소로 구비하고 있다. 뱅크부(105)는 메모리 셀 어레이를 포함하는 여러 개의 뱅크들로 이루어져 

있다. 도 1에서 pBA는 프리뱅크선택신호를, partial은 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드를 표시하는 신호를, BA는 뱅

크선택신호를, period는 셀프 리프레쉬 주기신호를 각각 가리킨다.

도 1에 도시되어 있는 바와 같이, 메모리 제어부(101)는 프리뱅크선택신호(pBA)를 생성하여 뱅크선택신호 발생부(1

03)로 제공하고, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드신호를 생성하여 뱅크선택신호 발생부(103)와 리프레쉬 주기신호 

발생부(107)로 제공한다. 뱅크선택신호 발생부(103)는 프리뱅크선택신호(pBA)와 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드신

호(partial)를 수신하여 실제로 뱅크를 선택하는데 사용되는 뱅크선택신호를 생성하여 뱅크부(105)로 제공한다. 뱅크

선택신호 발생부(103)는 정상 모드에서는 메모리 제어부(101)에서 생성된 프리뱅크선택신호(pBA)를 그대로 이용하

여 뱅크선택신호(BA)를 생성하고, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 리프레쉬 특성이 양호한 뱅크를 선택하는 

뱅크선택신호(BA)를 생성하기 위하여 프리뱅크선택신호(pBA)를 적절히 변경시킨다. 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모

드에서 뱅크선택신호 발생부(103)는 뱅크부(105)의 여러 뱅크 중에서 가장 리프레쉬 특성이 좋은 뱅크를 선택하는 

뱅크선택신호(BA)를 생성하는 것이 바람직하다. 리프레쉬 주기신호 발생부(107)는 셀프 리프레쉬 주기신호(period)

를 생성하여 뱅크부(105)로 제공하는데, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 뱅크선택신호(BA)에 의해 선택되는 

뱅크로 이 뱅크의 리프레쉬 특성을 고려할 때 가장 적절한 주기를 갖는 셀프 리프레쉬 주기신호를 제공한다.

종래는 뱅크선택신호 발생부(103)를 구비하고 있지 않으므로 메모리 제어부(101)에서 생성된 프리뱅크선택신호(pB

A)가 바로 뱅크부(105)로 제공되었으나, 본 발명에서는 별도의 뱅크선택신호 발생부(103)를 구비하고 있으므로 부분

어 레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 뱅크를 변경할 수 있다. 따라서 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드시 메모리 

제어부(101)에서 생성되는 프리뱅크선택신호(pBA)가 리프레쉬 특성이 좋지 않은 뱅크를 가리키더라도, 실제로 뱅크

선택을 위해 사용되는 뱅크선택신호(BA)는 리프레쉬 특성이 양호한 뱅크를 가리키도록 함으로써 부분 어레이 셀프 

리프레쉬 모드에서 리프레쉬 특성이 좋은 뱅크를 사용할 수 있게 된다.

도 2는 본 발명에 의한 뱅크선택신호 발생부(103)의 블록도이다. 도 2에 도시되어 있는 바와 같이 본 발명에 의한 뱅

크선택신호 발생부는 뱅크선택 퓨즈회로(201)와 뱅크선택회로(203)를 구비하고 있다. 도 2에서 FUSb는 부분 어레이

셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 뱅크를 표시하는 신호이다. 뱅크부(105)가 2 n 의 뱅크로 구성되어 있는 경우 뱅크

표시신호(FUSb)는 통상 n 비트를 가지나, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 뱅크가 뱅크부(105)에 구비

되어 있는 모든 뱅크들 중에서 꼭 선택될 필요는 없으므로 n-1 이하의 비트를 가질 수 있다. 프리뱅크선택신호(pBA),

부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드신호(partial), 뱅크선택신호(BA)는 도 1에서와 동일하다.

뱅크선택 퓨즈회로(201)는 뱅크선택 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택될 뱅크를 표시하는 신호(FUSb)를 출

력한다. 도 3은 뱅크선택신호가 1 비트인 경우 뱅크선택 퓨즈회로(201)의 회로도이다. 전술한 바와 같이 뱅크부(105)

가 2n개의 뱅크로 이루어져 있는 경우, 도 3에 도시된 회로의 통상 n개가 하나의 반도체 메모 리 장치에 구비된다. 도 

3에 도시되어 있는 바와 같이 뱅크선택 퓨즈회로(201)는 퓨즈(301)와, 2개의 NMOS 트랜지스터(303, 305)와, 인버

터(307)를 구비하고 있다. 도 3에서 VCC는 전원단자를, VSS는 접지단자를 각각 가리킨다. 입력단으로 제공되는 PU

Pb는 초기 파워업(power up)시에 한번 하이 레벨(high level)로 인에이블 되었다가 바로 디스에이블되는 펄스형 신

호이다.

도 3에 도시되어 있는 바와 같이, 퓨즈(301)의 한쪽은 전원단자(VCC)에 연결되어 있고, 다른 한쪽은 인버터(307)를 

통해 출력단자에 연결된다. 이 출력단자는 래치되어 있다. 각 뱅크들의 리프레쉬 특성은 웨이퍼 테스트(wafer test)를

통해 밝혀진다. 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 가장 좋은 리프레쉬 특성을 갖는 뱅크가 엑세스되도록 퓨즈 절

단(fuse cutting)이 이루어진다.

도 3 회로의 구체적인 동작을 설명한다. 먼저 퓨즈(301)가 절단되어 있으면 입력신호(PUPb)가 하이 레벨일 때 노드(

N1)가 로우 레벨로 되고, 출력(FUSb)은 하이 레벨로 되어 래치된다. 그래서 퓨즈(301)가 절단되어 있는 경우 출력(F

USb)은 항상 하이 레벨이다. 반면 퓨즈(301)가 절단되지 않고 그대로 남아 있으면 파워업 후에 노드(N1)는 항상 하이

레벨이므로 출력(FUSb)은 계속 로우 레벨을 유지한다. 그러므로 디바이스를 제작한 후에 퓨즈(301)를 절단하느냐, 

혹은 안 하느냐에 따라 출력(FUSb)을 1 혹은 0으로 조절할 수 있게 된다.

뱅크선택회로(203)는 정규 모드에서는 프리뱅크선택신호(pBA)를 패스하여 뱅크선택신호(BA)를 생성하고, 부분 어

레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 뱅크선택 퓨즈회로(201)의 출력신호에 따라 프리뱅크선택신호(pBA)를 변경하여 뱅

크선택신호(BA) 를 생성한다. 도 4는 1 비트에 해당하는 뱅크선택회로의 회로도로서, 뱅크부(105)가 2 n 개의 뱅크

를 구비하고 있는 경우 n개의 동일한 회로가 하나의 반도체 메모리 장치에 구비된다. 도 4에서 401은 NAND 게이트, 

403과 405는 인버터, 407과 409는 전송 게이트(transmission gate)를 각각 가리킨다. partial은 부분 어레이 셀프 

리프레쉬 모드를 표시하는 신호로서, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 하이 레벨로 된다. FUSb는 도 3에 도시된 

회로의 출력신호이며, pBA는 메모리 제어부(101)에서 생성되는 프리뱅크선택신호이고, BA는 뱅크선택신호이다.

이하, 도 4에 도시된 뱅크선택회로의 동작을 설명한다. 먼저 정규 모드에서 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드신호(part

ial)는 로우 레벨이므로 프리뱅크선택신호(pBA)가 그대로 뱅크선택신호(BA)로 전달되어 원래 제어하고자 하는 뱅크

를 제어하게 된다. 그러나 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 모드신호(partial)가 하이 레벨로 되어 뱅크표시신

호(FUSb)의 레벨에 따라 프리뱅크선택신호(pBA)가 그대로 뱅크선택신호(BA)로 나갈지 또는 인버팅되어 나갈지 결

정된다. 따라서 도 4에 도시된 바와 동일한 구성의 회로를 n개 사용하는 경우 가장 좋은 리프레쉬 특성을 갖는 뱅크로

서 2n개의 뱅크 중에서 어느 하나의 뱅크를 지정할 수 있다.

도 5는 본 발명에 의한 리프레쉬 주기신호 발생부의 블록도이다. 도 5에 도시되어 있는 바와 같이 본 발명에 의한 리

프레쉬 주기신호 발생부는 주기신호 발생부(501)와 주기선택 퓨즈회로(503)와 주기신호 선택회로(505)를 구비하고 

있다. 도 5에서 period0은 주기신호 발생회로(501)에서 생성된 기본 주기신호, period1은 제1 주기신호, period2는 

제2 주기신호이다. 또한 FUSp는 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 주기신호를 표시하는 신호이고, peri
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od는 주기신호 선택회로(505)에 의해 선택되어 출력되는 주기신호이다.

주기신호 발생회로(501)는 주기가 서로 다른 복수의 주기신호(period0, period1, period2)를 생성하여 주기신호 선

택회로(505)로 제공한다. 주기선택 퓨즈회로(503)는 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 뱅크선택신호에 의해 선택

되는 뱅크의 셀프 리프레쉬 주기를 표시하는 신호(FUSp)를 출력한다. 주기신호 선택회로(505)는 주기선택 퓨즈회로

(503)의 출력신호(FUSp)를 이용하여 주기신호 발생회로(501)의 복수의 주기신호(period0, period1, period2) 중에

서 어느 하나의 주기신호를 선택하여 출력한다.

전술한 바와 같은 구성의 리프레쉬 주기신호 발생부를 통하여 리프레쉬 특성이 가장 양호하다는 이유로 부분 어레이 

셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 뱅크에 가장 적합한 주기를 갖는 리프레쉬 주기신호를 제공함으로써 리프레쉬로 

인한 전류 소모를 줄일 수 있게 된다. 이는 디램을 이용하는 모빌 시스템에서 밧테리 사용 시간을 현저히 증가시키게 

된다.

이하, 주기신호 발생부를 구성하는 구체적인 구성요소 각각에 대해 상술한다. 먼저 주기신호 발생회로(501)는 주기가

서로 다른 복수의 주기신호(period0, period1, period2)를 생성하여 주기신호 선택회로(505)로 제공한다. 도 5에서

는 3개의 주기신호를 생성하는 것으로 도시되어 있으나, 주기표시신호(FUSp)가 m 비트 인 경우 주기신호 발생회로(

501)에 의해 공급되는 2 m 개 이하가 된다. 주기신호 발생회로(501)의 구체적인 구성은 당업계에 너무도 잘 알려져 

있으므로 여기에서는 설명을 생략한다.

도 6은 주기신호 발생회로(501)에서 생성되는 복수의 주기신호의 파형도이다. 도 6에서 SLOSC는 디바이스에서 발

생시키는 수 ㎲의 주기를 갖는 입력신호이고, 정규 동작시는 SLOSC의 3분주를 해서 기본 주기신호(period0)로 사용

한다. 셀프 리프레쉬를 위해 기본 주기신호(period0)를 위해 사용하는 경우 3 분주마다 셀프 리프레쉬가 수행된다. 3 

분주는 하나의 예를 든 것이고, SLOSC의 주기에 따라 달라질 수 있다. 여기에 추가로 도 6에 도시되어 있는 바와 같

이 4 분주의 제1 주기신호(period1)와 5 분주의 제2 주기신호(period2)를 만들어 둔다. 제1 주기신호(period1)와 제

2 주기신호(period2)는 셀프 리프레쉬 주기를 늘리기 위하여 만들어진 신호들이다. 예를 들어, 리프레쉬 특성이 가장 

좋아서 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택되는 뱅크가 제2 주기신호(period2)에 의해 셀프 리프레쉬가 수행

되는 경우 데이터를 손실할 수 있고, 기본 주기신호(period0)와 제1 주기신호(period1)에 의해 셀프 리프레쉬가 수행

되는 경우 데이터를 보존할 수 있다면 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 제1 주기신호(period1)에 의해 뱅크에 셀

프 리프레쉬를 수행한다.

주기선택 퓨즈회로(503)는 도 3에 도시된 뱅크선택 퓨즈회로와 동일한 회로 구성을 가지고 있다. 퓨즈 절단에 의하여

부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 사 용되는 주기신호를 표시한다. 본 실시예에서 주기선택 퓨즈회로(503)의 출력

신호(FUSp)는 2 비트를 갖는다.

주기신호 선택회로(505)는 주기선택 퓨즈회로(503)의 출력신호를 이용하여 주기신호 발생회로(501)의 복수의 주기

신호 중에서 어느 하나의 주기신호를 선택하여 출력한다. 도 7은 본 발명에 의한 주기신호 선택회로의 회로도이다. 도

7에 도시되어 있는 바와 같이 본 발명에 의한 주기신호 선택회로는 NOR 게이트(701)와 NAND 게이트(703, 705, 70

7, 709)를 구비하고 있다. 도 7에서 period0은 3 분주의 기본 주기신호, period1은 4 분주의 제1 주기신호, period2

는 5 분주의 제2 주기신호이고, period는 주기신호 선택회로의 출력신호이다. 또한 FUSp0은 제1 주기표시 퓨즈신호,

FUSp1은 제2 주기표시 퓨즈신호를 각각 가리킨다.

제1 주기표시 퓨즈신호(FUSp0)와 제2 주기표시 퓨즈신호(FUSp1)가 모두 로우 레벨인 경우 3 분주의 기본 주기신호

(period0)가 출력으로 나가게 되고, 제1 주기표시 퓨즈신호(FUSp0)만 하이 레벨일 때는 4 분주인 제1 주기신호(peri

od1)가 출력으로 나간다. 또한 제2 주기표시 퓨즈신호(FUSp1)만이 하이 레벨일 때는 5 분주인 제2 주기신호(period

2)가 출력으로 나간다. 어떤 주기신호를 선택할 것인가는 리프레쉬 특성이 가장 좋은 뱅크의 성능에 따라 퓨즈를 절

단함으로써 이루어진다.

지금까지 설명한 실시예는 예시적인 것으로서 본 발명의 구체적인 구성과 동작을 설명하기 위한 것이다. 따라서 이러

한 예시적인 구성에 의하여 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 범위는 원칙적으로 후술하는 특허청

구범위에 의하여 정하여진다.

발명의 효과

전술한 바와 같은 구성의 본 발명에 따르면, 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드시 리프레쉬 특성이 가장 좋은 뱅크를 엑

세스하므로써 리프레쉬 주기를 늘릴 수 있으므로 디바이스의 전류 소모를 더욱 줄일 수 있는 이점이 있다. 또한 부분 

어레이 셀프 리프레쉬 모드시 리프레쉬 특성이 가장 좋은 뱅크를 엑세스하도록 함으로써 데이터 보존을 더욱 안정화

시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
정상 모드와 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드를 갖는 저전력 반도체 메모리 장치에 있어서,

메모리 셀 어레이로 구성된 복수의 뱅크와,

상기 뱅크의 선택과 관련된 프리뱅크선택신호(pre bank selection signal)를 생성하며, 상기 부분 어레이 셀프 리프

레쉬 모드에서는 특정 뱅크(predetermined bank)에 해당하는 프리뱅크선택신호를 생성하는 메모리 제어부와,

상기 메모리 제어부의 프리뱅크선택신호를 입력받아서, 상기 정상 모드에서는 상기 프리뱅크선택신호를 이용하여 실

제 뱅크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성하며, 상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 리프레쉬 특성이 양호한 
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뱅크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성하는 뱅크선택신호 발생부와,

상기 뱅크로 셀프 리프레쉬 주기신호를 제공하는 셀프 리프레쉬 주기신호 발생부를 구비하며,

상기 셀프 리프레쉬 주기신호 발생부는 상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 상기 뱅크선택신호에 의해 선택되

는 뱅크에 상기 선택되는 뱅크의 리프레쉬 특성에 따른 주기를 갖는 셀프 리프레쉬 주기신호를 제공하는 것을 특징으

로 하는 저전력 반도체 메모리 장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 상기 뱅크선택신호 발생부는 상기 복수의 뱅크 중에서 가장 양호한 리프레

쉬 특성을 갖는 뱅크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 저전력 반도체 메모리 장치.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 뱅크선택신호 발생부는

상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택될 뱅크를 표시하는 신호를 출력하는 뱅크선택 퓨즈회로와,

상기 정규 모드에서는 상기 프리뱅크선택신호를 패스하여 뱅크선택신호를 생성하고, 상기 부분 어레이 셀프 리프레

쉬 모드에서는 상기 퓨즈회로의 출력신호에 따라 상기 프리뱅크선택신호를 변경하여 뱅크선택신호를 생성하는 뱅크

선택회로를

구비한 것을 특징으로 하는 저전력 반도체 메모리 장치.

청구항 4.
삭제

청구항 5.
제 1 항에 있어서,

상기 리프레쉬 주기신호 발생부는

주기가 서로 다른 복수의 주기신호를 발생하는 주기신호 발생회로와,

상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 상기 뱅크선택신호에 의해 선택되 는 뱅크의 셀프 리프레쉬 주기를 표시하

는 신호를 출력하는 주기선택 퓨즈회로와,

상기 주기선택 퓨즈회로의 출력신호를 이용하여 상기 주기신호 발생회로의 복수의 주기신호 중에서 어느 하나의 주

기신호를 선택하여 출력하는 주기신호 선택회로를

구비한 것을 특징으로 하는 저전력 반도체 메모리 장치.

청구항 6.
정상 모드와 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드를 갖는 저전력 반도체 메모리 장치에 있어서,

메모리 셀 어레이로 구성된 복수의 뱅크와,

상기 뱅크의 선택과 관련된 프리뱅크선택신호(pre bank selection signal)를 생성하며, 상기 부분 어레이 셀프 리프

레쉬 모드에서는 특정 뱅크(predetermined bank)에 해당하는 프리뱅크선택신호를 생성하는 메모리 제어기와,

상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택될 뱅크를 표시하는 신호를 출력하는 뱅크선택 퓨즈회로와,

상기 정규 모드에서는 상기 프리뱅크선택신호를 패스하여 실제 뱅크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성하고, 상기 부

분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 상기 뱅크선택 퓨즈회로의 출력신호에 따라 상기 프리뱅크선택신호를 변경하여

뱅크선택신호를 생성하는 뱅크선택회로를

구비한 것을 특징으로 하는 저전력 반도체 메모리 장치.

청구항 7.
정상 모드와 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드를 갖는 저전력 반도체 메모리 장치에 있어서,

메모리 셀 어레이로 구성된 복수의 뱅크와,

상기 뱅크의 선택과 관련된 프리뱅크선택신호(pre bank selection signal)를 생성하며, 상기 부분 어레이 셀프 리프

레쉬 모드에서는 특정 뱅크(predetermined bank)에 해당하는 프리뱅크선택신호를 생성하는 메모리 제어기와,

상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 선택될 뱅크를 표시하는 신호를 출력하는 뱅크선택 퓨즈회로와,

상기 정규 모드에서는 상기 프리뱅크선택신호를 패스하여 실제 뱅크를 선택하는 뱅크선택신호를 생성하고, 상기 부

분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서는 상기 뱅크선택 퓨즈회로의 출력신호에 따라 상기 프리뱅크선택신호를 변경하여

뱅크선택신호를 생성하는 뱅크선택회로와,

주기가 서로 다른 복수의 주기신호를 발생하는 주기신호 발생회로와,

상기 부분 어레이 셀프 리프레쉬 모드에서 상기 뱅크선택신호에 의해 선택되는 뱅크의 셀프 리프레쉬 주기를 표시하

는 신호를 출력하는 주기선택 퓨즈회로와,

상기 주기선택 퓨즈회로의 출력신호를 이용하여 상기 주기신호 발생회로의 복수의 주기신호 중에서 어느 하나의 주

기신호를 선택하여 출력하는 주기신호 선택회로를

구비한 것을 특징으로 하는 저전력 반도체 메모리 장치.

청구항 8.
제 6 항 또는 제 7 항에 있어서,

상기 뱅크선택 퓨즈회로는 상기 복수의 뱅크 중에서 가장 좋은 리프레쉬 특성을 갖는 뱅크를 표시하는 신호를 출력하

고, 상기 주기선택 퓨즈회로는 상기 뱅크선택 퓨즈회로에 의해 선택되는 뱅크의 셀프 리프레쉬 주기를 표시하는 신호

를 출력하는 것을 특징으로 하는 저전력 반도체 메모리 장치.
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